
 

  

 

FDP10N60NZ / FDPF10N60NZ 
N沟道UniFETTM II MOSFET 
600 V, 10 A, 750 mΩ  

特性 

• RDS(on) = 640 mΩ（典型值） @ VGS = 10 V, ID = 5 A 

• 低栅极电荷（典型值 23 nC) 

• 低Crss（典型值 10 pF) 

• 100%经过雪崩测试 

• 改善的dv/dt处理能力 

• 增强的 ESD 能力 

• 符合 RoHS 标准 

应用 
• LCD/ LED/ PDP TV 

• 照明 

• 不间断电源 

 

MOSFET最大额定值Tc = 25oC，除非另有说明* 

符号 参数 FDP10N60NZ FDPF10N60NZ 单位 

VDSS 漏极－源极电压 600 V 

VGSS 栅极－源极电压 ±25 V 

lD 漏极电流 
- 连续 (TC = 25

oC) 10 10* 
A 

- 连续(TC = 100
oC) 6 6* 

lDM 漏极电流 - 脉冲 （注 1） 40 40* A 

EAS 单脉冲雪崩能量  (注 2) 550 mJ 

lAR 雪崩电流 （注 1） 10 A 

EAR 重复雪崩能量 （注 1） 18.5 mJ 

dv/dt 二极管恢复dv/dt峰值 （注 3） 10 V/ns 

PD 
功耗 

(TC = 25oC) 185 38 W 
- 降低至 25oC 以上 1.5 0.3 W/oC 

TJ TSTG 工作和存储温度范围 -55 to +150 oC 

TL 
用于焊接的最大引脚温度，距离外壳1/8"，持续5秒 300 oC 

*漏极电流受限于最大结温 

热性能 
符号 参数 FDP10N60NZ FDPF10N60NZ 单位 

RθJC 结至外壳热阻最大值 0.68 3.3 
oC/W RθCS 外壳与散热体之间的热阻典型值 0.5 - 

RθJA 结至环境热阻最大值 62.5 62.5 
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说明 
UniFETTM II MOSFET是飞兆半导体®的高压MOSFET系列产品，基于平

面条形技术和DMOS技术。该先进MOSFET系列产品在平面 MOSFET 产
品中具有最小的通态电阻，还可提供卓越的开关性能和更高的雪崩

能量强度。此外，内部的栅源 ESD 二极管使 UniFETTM II MOSFET
产品可承受超过 2kV 的 HBM静电冲击应力。该器件系列适用于开
关电源转换器应用，如功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视

电源、ATX 及灯用电子镇流器。 
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封装标识与定购信息 

器件标识 设备 封装 规格 带宽 数量 

FDP10N60NZ FDP10N60NZ TO-220 - - 50 

FDPF10N60NZ FDPF10N60NZ TO-220F - - 50 

电气特性 TC = 25oC，除非另有说明 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

关断特性 

BVDSS 漏极－源极击穿电压 ID = 250μA, VGS = 0V, TJ = 25oC 600 - - V 

△BVDSS 
△TJ 

击穿电压温度系数 ID = 250μA，推荐选用25oC - 0.6 - V/oC 

IDSS 零栅极电压漏极电流 
VDS = 600V, VGS = 0V - - 1 

μA 
VDS = 480V, TC = 125oC - - 10 

IGSS 栅极-体漏电流 VGS = ±25V, VDS = 0V - - ±10 μA 

导通特性 

VGS(th) 栅极阈值电压 VGS = VDS, ID = 250μA 3.0 - 5.0 V 

RDS(on) 漏极至源极静态导通电阻 VGS = 10V, ID = 5A - 0.64 0.75 Ω 

gFS 正向跨导 VDS = 20 V, ID = 5A - 14 - S 

动态特性 

Ciss 直流母线电容值 VDS = 25V, VGS = 0V 

f = 1MHz 

- 1110 1475 pF 

Coss 输出电容 - 130 175 pF 

Crss 反向传输电容 - 10 15 pF 

Qg 10V的栅极电荷总量 VDS = 480V, ID = 10A  

VGS = 10V 

 

（说明4） 

- 23 30 nC 

Qgs 栅极 - 源极栅极电荷 - 6 - nC 

Qgd 栅极-漏极“密勒”电荷 - 8 - nC 

开关特性 

td(on) 导通延迟时间 VDD = 300V, ID = 10A  
RG = 25Ω 

 

（说明4） 

- 25 60 ns 

tr 开通上升时间 - 50 110 ns 

td(off) 关断延迟时间 - 70 150 ns 

tf 关断下降时间 - 50 110 ns 

漏极 - 源极二极管特性 

IS 漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 - - 10 A 

ISM 漏极 - 源极二极管最大正向脉冲电流 - - 40 A 

VS D 漏极 - 源极二极管正向电压 VGS = 0V, ISD = 10A - - 1.4 V 

trr 反向恢复时间 VGS = 0V, ISD = 10A 

dIF/dt = 100A/μs 

- 300 - ns 

Qrr 反向恢复电荷 - 2 - μC 
注意： 
1.重复率额定值： 脉冲宽度受限于最大结温 

2.L = 11mH，IAS = 10A，VDD = 50V，RG = 25Ω，开始TJ = 25°C 

3.ISD ≤10A，di/dt < 200A/μs，VDD ≤ BVDSS，开始TJ = 25°C 

4.本质上独立于操作温度的典型特性 

 



典型性能特征 
图1. 通态区域特性  图2. 传递特性 

 

 
图3. 通态变化与      图4. 体二极管正向电压 

漏极电流和栅极电压 变化与 源极电流 
和温度 

 

图5. 电容特性  图6. 栅极电荷特性  

 



典型性能特征（接上页） 

图7. 击穿电压变化  图8. 通态变化  
       vs 温度       vs 温度 

 

图9. 最大安全操作区 图10. 最大安全工作区 

      -FDP10N60NZ       -FDPF10N60NZ 

 

图11. 最大漏极电流与 壳体温度 

 



典型性能特征 （接上页） 

 

 

图12. 瞬态热响应曲线 -FDP10N60NZ 

 

 

 

 

 

 

图13. 瞬态热响应曲线 -FDPF10N60NZ 

 



 

 

栅极电荷测试电路与波形 

 
 

阻性开关测试电路与波形 

 
 

非箝位感性开关测试电路与波形 

 



 

 

 

 

二极管恢复dv/dt峰值测试电路与波形 

 



 

机械尺寸 
 
 

TO-220B03 

 

 

 

 

 

 

尺寸单位为毫米 



 

 

封装尺寸 

TO-220M03 

 

 

 

尺寸单位为毫米 



 

 


